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I-a presente invención se re fiere  a 

dispositivos semiconductores © liótricos y, 

te, a un aparato de .titania2a paro emplear

la fabricad  cu de 

mas particuta raen- 

er el. asir odo de

to y reivindicado en la  .dátente española jq£ 316.263.

na invención consiste en un aparato para limpiar com­

ponentes de dispositivo semiconductor unidos ordenadamente 

en «re «¿rras ¿e.¿.a «r vanante .¿.er^ss de cinta cuya goutpos*. er on
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es tai que ia  cinta esta afectada de un. deterioro por eontac- 

'¿o con fluidos limpiadores, comprendiendo dioro aparato me­

dios para mover ia  cinta a su través, medios para esnaieir

fiuíclo limpiador' sobre ios componentes medios de guía para 

guiar la  cinta a través del aparato, protegiendo la  cinta 

del contacto con el flu ido y que guian un flu jo  de ge s so­

bre la cinta en una dirección sustanciarme ate opuesta a la  

dirección que debe ser tomada por fiíclo flu ido limpiador

para alcanzar xa cinta*

xo EL aparato ouece incluir medios o ara secar los oo m-

«7

So

ponentes del dispositivo semiconductor .unido a tiras de 

cinta cuya composición es afectada &e un deterioro por con­

tacto por fluidos calientes, comprendí endo dicnos medios seca­

dores un dispositivo para soplar un gas caliente sotoe 1® 

componentes, y medios de guía para guiar la  cinta a través 

de los medios secadores, protegiendo ia  cinta del contacto 

con el gas caliente y guiando un flu jo  de gas relativamente 

fr ió  sobre la  cinta en una dirección sustancialaente opuesta 

a la  dirección que debe ser tomada por el gas calentado pa­

ra aleansar ia  cinta.

üon objeto de que la  invención pueda ser entendida 

mas fácilmente, se nara anora referencia a lo s  dibujos ad­

juntos, en los cuales:

la  figura 1 es una visca parcialmente esquemática que 

ilu stra  el método y el sistema de fabricación del semiconduc­

tor descrito en la  Patenta española antes mencionada y que 

ilu stra  también un producto de transistor típico en varias 

etapas de su fabricación.

ña figura £ es una viste en perspectiva parcialmente 

arraneada de la  máquina limpiadora mostrada en la figura 1
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y construida. de acuerdo con la presente invención;

la  figura S es una vista parcialmente arrancada en 

sseción transversal dada a lo  largo de la  línea de corte 18 

de la figura 2;

¿a figura 4 es una vista pare i sitúente arrancada en 

sección transversal dada a lo largo de la línea de corte 19 

fie la figura 2 y

ña figura 5 ss una vista aumentada de una parte de 

la  estructura ilustrada en la  figura 2. •

31 método y el sistema generales para la  fabricación  

de semiconductores se ha ilustrado en la  figura 1. 3n la  es­

quina in ferio r derecha de la  figura 1 se han representado 

diversos transistores «moldeados*» 30 producidos por e l méto­

do y el sistema ilustrados en la  figura 1, ños transistores 

moldeados 30 sólo representan un ejemplo de una diversidad 

de dispositivos semiconductores que pueden ser fabricados 

de acuerdo con el presente invento.

Gomo se ha ilustrado en. la  parte izquierda ce la  f i ­

gura 1, h ilos conductores eléctricos 32 son alimentados a 

una maquina emeintadora y aplanadora 3.4 que dispone los 

hilos en grupos paralelos tales como los grupos 36, 38 y 4C, 

oada uno de los cuales incluye tres h ilos paralelos 32. ña 

maquina encintadora encinta luego los hilos juntos por sus 

extremos y forma áreas aplanadas para soportal conexiones 

de electrodo y dados de semiconductor* 1-a estructura indica­

da por la  flecha de trazos 42 es una parte del producto ter­

minado de la máquina encantadora 34.

rasando ahora a explicar el procedimiento de encinta­

do y aplanamiento con mayor detalle, después que los h ilos  

conductores han sido dispuestos en grupos 36, 36 y 4C» se 

aplican cuatro t ila s  44, 43, 46 y 47 d@ cintas adhesiva

-  3 -
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sensible & la  presión, a los eraremos de ios ¿tilos r¿'¿ paro. 

e>s©¿,ararles ¿autos y formar ano corres ir? uspcr tocíore soma- 

raen so conrea! rote y ventajosa de la  cual los propios .¡altos 

conductores constituyen ua coraposea te estructural.

viada hilo ooaduetor &£ está hecho preferiblemente 

de un metal ferroso, ta l come el que se y ende bajo la  mares 

comercial ^Kovar», con ua revestimiento delgado de oro sobre

Xa

. • • •

2o

¿>o

sa superficie exterior. Cada una de las  tires de ei£& a adhe­

siva 44 - 47 está preferiblemente compuesta de un material 

de respaldo de tela f le x ib le  no conductora tal como fib ra  

d® vidrio coa un revestimiento afines! vo sensible a la pre­

sión sobre ana superficie, ruede asarse cualquier tele, f l e ­

xib le  que se desee como respaldo para la  cinta; no obstante, 

el material de respaldo es preferiblemente flex ib le , es re­

lativamente mal conductor del calor y d© la energía e lé c tr i­

ca, y no se expande ni se contrae mucho para grandes varia­

ciones de tempesatura. Además, el material no debe absorber 

fácilmente la humedad, y no debe deformarse ni deteriorarse  

ai ser sometido a temperaturas moderademente elevadas. 7na 

tela tejida hecha de fib ra  de vidrio cumple edmirebleavate 

con teles requisitos. ITo obstante, otra telas tejidas y sus­

tancias sólidas te -.es como niástieos orgánicos son adecuados

para uso como materiales de respaldo.

ül adhesivo debe ser tal que no se adulera a los h i­

los conductores metálicos cuando se t ira  de los n ilos para

sortarios de ras tiras ue cinta. Además, e l aduesivo debe 

ser capaz de soportar tetros retaras moderadamente elevadas 

Saií uetemoro, nos adhesivos a base ¿e siiicoae han demostra­

do cumplir satisfactoriamente con tales requisitos. Jna cin­

ta específica cae se ha comprobado ser adecuada la verde
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bajo la  marca comercial y la designación de cinta «Yernon 

Black bisará 6li»> la  Vernon Chemical and líanufacturíng Co., 

lio un t Vernon, Lueva York.

Luego que los M ío s  son encintados Juntos, la  máquí- 

5 na encintad ora y aplanadora 54 apiana dos áreas 46, 49 6 5C 

sobre cada uno de los tres M íos en cada grupo de h ilos.

Esas áreas aplanadas se han provisto para fa c i l i t a r  la  unión 

de obleas o "dados" semiconductores e M íos  de electrodo a 

los h ilos conductores 52, para evitar que los h ilos giren  

lo en los cuerpos moldeados de.l transistor y para otros fines  

ene se describirán en lo ore sigue.

ii continuación, la  estructura de cinta compuesta de 

hilos conductores aplanados y encintados Juntos ea enrolla­

da en un carrete de almacenamiento 52. Cuando el carrete es­

ta lleno, o cuando ia cinta que lleva un numero predetermina­

do de h ilos conductores es enrollada sobre e l carrete, se 

corta la  cinta, dejando así una longitud definida de cinta
• • • •
• • * sobre el carrete, Luego se retira  el carrete 52 de la  máqaí- 
*

’ ** na y o bien se transporta directamente a una de una p lu ra li-

*....* 2o dad de máquinas de unión de dado 54, o bien se almacena para
,♦ •, •
•. su uso futuro.

Cuando el carrete 52 está colocado en una máquina de 

unión de dado 54, se desenrolla la cinta del carrete y se 

une cada una de un par d.e obleas o «dados» semiconductores 

25 c6 a una de las partes en lanadas 49 del n ilo  central de ca­

da grupo de tres h ilos. La flecas de trazos bfa ilustra  e l 

producto acabado de cada máquina de unión de dado ¿4. Cada 

dado 5b es preferiblemente una oblea de s i l ic io  u otro ma­

te r ia l semiconductor tratada mediante técnicas usuales con 

So objeto de formar una oblea usual de transistor de doble d i-

5
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fásica . !■« superficie in ferio r de ceda oblea forma sa elec­

trodo colector y está asegurada en coa tacto ohmíeo coa una 

parte aplanada 4¿ del ¿lile conductor centrai mear ante téc­

nicas de aleación de oro y sí.Ileo. I-a oblea ¿6 tiene contac­

tos cháleos formados sobre sa superficie superior antes de 

su uníen a la  parte apianada 4y,

SI producto ele cinta con dado unido de la máquina s4 

es enrolla do sobre un carrete de e.i ¡nacen amiento 6C y, o bien 

se nene ecarte para almacenamiento hasta que se necesite, o 

bien se entrega inmediatamente a una ele una pluralidad, de 

máquinas di de ligadura de h ilo  conductor de electrodo.

Cada máquina de unir 61 produce el producto semí-eon- 

ductor encintado ilustrado mediante la fleena de trazos 6¿i.

Ss coas etan n iios extr amadame nts d si gados de oro bS, medí an­

eas normales ¿le unión mediante calor y compresión, 

entre o Díeu el emisor o bien e l contacto onírico c.a base de 

la  oblea semiconductora ¿>¿ y la  parte apianada 4C o 50 de 

uno de ios h ilos exteriores cíe cada grano de tres nidos, 

formándose así conexiones ds electrodo ónmicas con los n i­

eoncactores /■v Z'*' V V >. • . dispositivo seaieondúo i or .  '51 •croen oto

cada máquina do unión b£ es almacenado sobre un carrete

el cual ,  o b¿en se almacena, o bien se crarspor te irme-

dia tasa en te a una raácuina ele limpiase 70.

na máquina de limpieza 70 limpia per pulverización  

y seca ios transsitcx'es y, s i se desea, les recubre con a.:, 

re res ti miento antíeontaminante. la tara de estructura da 

tranSiS^o^. ¿.-'.m1 s ss alma cenada sobre •un carretei T¿

a, o bien Sí«V (£' A-l -• '¿'¡•¿t** 4 ~$7í ff-.r'. í c  V’  iv ••'1. .  -i a i i .  w O tv i ;nt®

no

<5s una pluralidad de máquinas de moldeo 74.

¿r, cada máculas de moldeo 74 ss moldeado un cuerno

-  £ -
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¿e n les t i  oo 76 ooa objeto de encaosalar cede una de las dos 

estructuras s am i  o ond o c;  oras de. cada grupo de tres ¿¿dios con­

ductoras, üte este manare se formar dos transistores separados 

SC ©a ceda de tres n ilos. las «rebabes» 7b de materia-,

piéstieo de moldeo que quedar de: procedimiento en niele eo 

son .loe¿o retiradas de les transistores, y s<r secar las sec­

ciones de r i le  conductor entre les  cuernos de transís¿or 76 

de coda grano de tías  M íos ñera formar dos tires  de transís-

lores oíes bados teles como los represente.de s en \fe esquina .

•L 0 £erior cercena Lu figura .i., ñ'sos transa sborss. rúa den se:

loe ¿o c>O n l x* n u  'C' a-a•¿ eae:i ve ensayados mi enere s C. -w — o..iu ú ocav. a cu

• « CX i~ *»»<-■ m.0 S (j di XU. C(J S J y 'u U.'cX.Cr.'ni S 'f X envía eos
4 »
• #* 220 •ciStfv.'w.C»

- f
a. i | JL& 0S üX" XCi ó XX'di. Cu c iw< .̂¿2 —■ v -

a t c .úftrüp en ese mes—

•f lerib le rara úransoortax’ partes senicondaeloras er¿i~« oa.es- 

Í.5 tos ue ¡non taje, para si toar las partes en e l puesto, para a l-
i •

macen a Mea a o conveniente ¿s las paraos cuando se desea almaet* 

na runo y para el envase de ios dispositivos une vez termina- 

dos.

Los transistores moldeados 'óO producidos por el meto- 

do y e l sistema descrito anteriormente son bien conocidos en 

7.a técnica anterior. lio tienen un costoso colector o envuel­

ta metalice como los transistores asueles, y estén dsstirados 

principalmente pare su uso en dispositivos comerciales otra 

los cae existe une. fac-rte cctüpatenel& áe precios y de costes, 

ita 3® usan transistores moldéenos en tales aplicaciones nrinei- 

palment-s a causa de su bajo coste, '*or tenso, es sumamente 

¿aparcar te, nacer mínimos ios costes de fabricación de te les  

'transistores. 31 método y el sistema de praducción en serie  

Soi¿n sxc¿can cAC<mirsbxenicnwC ase requxsx uo en Cuín ¿o a¿. coses, 

lo Disminuye muy sustanciar mente los costes de fabricad ó» de

7
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«ales dispositivos, sin aojar de proporcionar un producto 

de gran calidad.

SI máíodo y si sisteme anteriormente descritos t ie ­

nen otras aucass ventajas, i.l aso cié la esírasíars cié correa 

encintada desda el principio ai fin a l de.:. procedimiento áe 

fabri eceión simplifica y acelera considerablemente el proce­

dimiento. Ksee mínima la  cantidad cae se necesita de tiempo 

cis transporte entre puestos sucesivos de- fabricación* y -per­

mite que ©i operario experto s® concentre csi eneiasi vementa 

©n la  producción de dispositivos, aumentando así considera­

blemente la  producción de e&d:a operario y disminuyendo los 

costes por mano de obra,

ñor otra parte, la  velosiad de producción de cada 

máquina según ei sistema es casi totalmente independiente 

de la  velocidad de cualquier otra máquina en la  linea de 

producción. Ello da lugar a otras diversas ventajas. 3i se 

averia un© de las  muivioles máquinas del sistema, las demus 

máquinas no estarán obligadas s pararse, i s í ,  solamente uu 

obrero queda inactivo por rotura cíe una máquina del sistema, 

la  producción c> las maquinas que proceden a la máquina 

averiada puede ser alma©cae-da basta repararse la  máquina 

averiada y reanudarse la  producción.

Otra ventajo importante es que el nuúaao tota: cis 

máquinas de producción requeridas por e l sistema ©s mínimo, 

ñor ejemplo, en la  figura i  so na ilustrado solamente una 

máquina encintadors y aplanadora que se usa con seis máqui­

nas de unión de dado, tres máquinas Oc. unión de M ío  con­

ductor, una máquina de limpieza y dos máquinas de moldeo.

.?or consiguiente, no se necesite una máquina independiente 

encintad ora y aplanadora: pera caca máquina ce anión de dado,

8
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ya cas la  taá tuina encintad ora es suficientornan i*e rápida 

nar& suministrar a todas la s  máquinas de unión de dado, y 

el sistema de aúne censual ent o del carrete nace fá c il  y rápi­

da la  disíribuolóa a la s  madrinas de unión de dado. Dado 

á c¿j.6 ex o 20 cedí talento de anión de n ilo  de electrodo lleva  

tipiesaente menos tiempo cae la  operación de unión de. Sadc, 

solamente se requieren tres máquinas de anión, y ei método 

de alma cene miento en carrete ¿sea además que la distribución  

sea tarea sencilla . Análogamente, solamente se requieren 

lo  ana máquina de limpieza y dos máquinas de moldeo para mani­

pular con el producto de las seia máquinas de unión de da­

do. Siendo por tanto mínimo el numero de máquinas requelidas 

se nace igualmente mínimo el coste ¿el sistema de fa^ricaci 

Debe entenderse, sin embargo, que los aumexos relativos es­

pecíficos de máquina representados en la  figura 1 se lian da­

do simplemente a manara de ejemplo y no tienen por que ser ne 

eestri atente representativas de los ñutes ros re ís  ¿i vos que 

realmente se asaran.

3i uso de ua cunta y c.e ros métodos ¿e encuiutuo.c un—

* 2o feeríormente descritos para producir transistores moldeados 

tiene numerosas ventabas. Dar ejemplo, además de tener las  

ventajas anteriores, e'. posible producir dos transistores 

simultáneamente sobre an juego de ¿ líos conductores, propor­

cionando así un ritmo de producción susfcanet aumente superior 

al de los demás sistemas. La baja eonduetivida-d térmica y 

eléctrica de 1® cinta acelera la  fabricación y simplifí. e&

@1 ensayo de los dispositivos, mientras que a l bajo régimen 

de dilatación térmica ce la eiutf. fa c ilita  cansí derablemen­

te ei moldeo en grupo de los transistores.

9
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Refiriéndonos adore a las figuras 2 - 5 ,  la  cine a 

de soporte de componentes semiconductores parcialmente mon­

tados es desenrollada desde el carrete G6 y alimentada a la  

5 máquina de limpieza ?C (figu ra  2) sobre un ro d illo  loco ¿7b.

Si se usa la  cinta distanciad ora ¿7o, esta se separa de la  

cinta haciéndola pasar sobas un rod illo  loco separado 28c 

y a un tubo 282 que la  protege mientras pasa a través de la  

máquina de limpieza ?C.

lo  Como se na ilustrado en la  figura 2, la  cinta pasa

primero a una cámara de limpieza por pulverización 284 con 

una puerta superior 266 de paneles de vidrio y una puerta 

la te ra l sim ilar 268. 1-a cinta pasa a través do un conjunto 

apantallador indicado en 29 0 (figu ra  3) y bajo tres cabezas 

de pulverización 292, 295 y 23* que están suspendidas movi­

blemente desde una v a r illa  236. Unas mangueras {no represen­

tadas) suministran líquidos de limpieza a las  boquillas de 

pulverización. Por ejemplo, a la  primera boquilla 292 se sumía} s 

tra acetona, a la  segunda boquilla 235 alcohol y a la  terce- 

2o ra boquilla 294 se suministra agua desionizada. Se sopla 

con una corriente de nitrógeno puro sobre los dispositivos 

semiconductores a medida que estos salen de la  cámara 284 

para aliminar así por soplado la  parte principal del l íq u i­

do que cuelga de los componentes al sa lir  estos de la  cáma- 

25 ra 284.

Hefirierdonos anora a la s  figuras 6 y 5, se na pro­

visto el conjunto apantallador 290 para proteger las  ti ras 

de cinta 44 - 47 del contacto con los líquidos que están 

siendo pulverizados sobre los componentes semiconductores.

So la  razón para proporcionar esea protección es que algunos

-  lo



Se los componentes Se los adhesivos sobre las tiras ¿e cíate 

44-4? podrían ser afectados perJudicialmente si llegases a 

establecer convaeto coa los disolventes y al agua que está 

siendo pulverizados sobre los componentes semiconductores.

lo

♦ * ♦
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Se ñau provisto na par de pantallas 29b para desviar ia pul- 

ver iz a d  án apartándolas de las cintas, ¿demás, se nan previs­

to dos estructuras tínicas SCO de guía de cinta para propor­

cionar una protección sustaneialmente completa.

liefiriándenos anora a la  figura a, cada estructura SCO 

de guía de cinta incluye una placa superior SC2 de ©cero ino­

xidable con una estría  3C4 que se extiende loogitufiinaleante. 

La placa 5C2 está asegurada por medio de un to rn illo  306 en 

una estructura de emparedado que incluye tres placas 50b,

310 y 312 cada una de la s  cuales está hecha d® un material, 

de bajo rozamiento estable química y térricamente tal como
♦ el
♦ ó . .

• más
* •  •  t  
► *  * 
•  •  • í g U i

♦
4  ♦ • 7 <“
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So

uui-ue mus iíiaw-ior ue xa otaca y comuni­

ca con un agujero correspondiente en e l miembro SGb. La p la­

ca int érasela es más estrecha que las placas in ferior 

y superior 3¿2 y ¿Ce a fin  de proporcionar un rebajo late ­

ra l ¿entro del cual puede ser encajada la  cinta. En la  es­

tría  SC4 se alimenta gas nitrógeno seco que pasa & través 

de ios agujeros en la  placa superior dCb y a través de ia  

ranura en la  placa S1C (veanse las flechas »ií» en ia figura  

¿) para, proporcionar una pluralioad de corrientes espaciadas 

per igual de gas nitrógeno que sopla sobre les tiras de cin-



S.
ta hacia Los componentes seaí coaductores, estas corrientes 

de nitrógeno tienden e limpiar coi son Lado las gctitas Se 

líquido Se las cintas. Puesto que las placas ¿08, 31. c y 312 

están neenas Se »Iefión*} , ¿as vi xas Se cintas desligan sua­

vemente y sin esfuerzo a través daL con junto Se guía.

una vez que la  cinta abandona ia cámara de línnieza 

28h, entra en a- recinto Se secado 312 (figuras 2 y 4 ). 31

Lo

r&cíntc Se secado ¿12 tiene una tara ártica Laña ol% y un tu­

bo que se extiende longitudinalmente ¿16 el cual es suminis- 

'ors.Sc eon gas nitrógeno callejase procedente de ana tubería 

nLb. Ir&s tiras Le cinta son guiadas a través del recinto d®

» ♦». » *
secado ¿12 cor medio Se las guías SCO de cinta idéntica a 

las ilustradas en la  figura 6. 31 ni trógeno - cal ierte es dis­
i *

• • *

. \ •• ••
♦ ♦ « * «r »

tribuido desde el tubo ¿16 en chorros que salen ¿esde una 

pluralidad de agujeros espaciados - 1 ongitadínalm®ete. Tos 

cnorros inciden sobre Los componentes semiconductores y los
•

♦ y» i
*

• ♦ •* * ♦

secan a fondo. A las guías 300 de cinta se .suministra gas 

nitrógeno fr ío  para evitar así que se sobrecalienten las
♦»♦ c «

• ••* on• V

t¿í.~£s elf; o:, ¿roa.

Guarida la  ci&ta a5a^cc¿ia el. £p ssc&do SÍZ,
♦ 4 ♦ ♦
/ • * • » • se le -puede aplicar, sí se de sea, una pul veri sació.) con un 

revestimiento oroi-ect-cr mediante un mecanismo de revestirles  

t-o ñor pulverización 320. üu compuesto típico Se rovestimlen 

to ñor* o ul ve:, iza clon que ouede usarse es la  resina oara re­

vestimiento Se saiuiconductores “Dow-tcruíug cd¿ ». Ventajo­

samente, el dispositivo pulverizador ¿2C es controlado por
* . nVí¿.¿ VU¿.a vt-iO 1 ti) I:•o£;o*í/ &COÁO£L£Cfc. 001 uSl iX.iCTOÍüOCZ’jl'U.J)̂

V *o-u: C. sí- ■.le..-., *c -i'*« v-t Ü -Inri £ B £ 1 ci a i 6 G'ít'u-iC!. 0 j£.Sc! ‘-'¿'O, ¿¿̂ U—

po Se tice • hilos bajo su boquilla de pulverización. El micro-

3 o interruptor tiene un redi-.io qu® hace contacto con .las tiras

T C
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C.í¿ CiáiCfcá. G i c-^X'E 6? i  ¿ iü iif i  i  iiO wO* pó*—t* ciC Cjl OíU&j. Ji & V^.LVi¿X3

; usado ©1 rod illo  establece coateo ¿o coa los extremos fie 

los M íos conductores entre las capas fie cinta. ELIo re­

salta an un süxorro ecnsifierable fie material fie revestimien­

to.

ña cinta es accionada a troves fie la maquina de lim­

pieza 70 por medio fie un motor 322 que acciona a un nar fie 

rodillos fie cauciio 324. ño cinta y el espaciador 226 son 

vueltos a unir y ©taro!lacias en el carrete tomador 72 el 

cual es accionado fie la  misma manera que los carretes toma­

dores fie las demás máquinas del sistema d© fabricación.

La máquina fie limpieza limpia y seca a fondo los dis­

positivos semiconductores rápidamente, y, sin embargo* pro­

porciona una protección completa para la  cinta adnesiva. La 

máquina de limpieza 7C actúa tan rápidamente que puede lim­

piar los dispositivos producidos por varias máquinas fie unión 

fi© fiado y fie. unión de M íos .

La presente solicitud que corresponde a la  presentada

en Estados Unidos de America, el & fie Julio de 1.965, con

,*2c\ el número 470.4IC* se acoge a los beneficios fiel articulo  
• • ••
,*•, • 51 fiel vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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Los puntos fie invención propia y nueva que se presen­

tan para que sean objeto fie esta solicitud de Patente fie In­

vención en España, por VEIIJ2E años, son los siguientes: i 

le . -  ¿carato para limpiar componentes fie dispositi­

vos semiconductores asegurados en sucesión entre tiras r®la-

- xa -

3o



* ♦

« * <

9 > s

♦ * *

¿ * '

♦ cO»
•4 ♦ • •»
* *♦

¿o

328795
vivamente; largas de cinta, cuya eoancsi eion os utu que le. 

cinta es afectada ¿estruetuvamente por contacto coa f lu i ­

dos de limpieza, comprendiendo aleño aparado medios ¡/ara 

mover la  ciáis, a través de e l, medios o ais rociar fluido  

5 de limpieza sobre los componentes, y me dios de guía oera

guiar la  ciaba a través del aparato, protegiendo la  cinta 

c.e contacto con el fluido, y guiando un flu jo  de gas sobre 

la  cinta en una dirección susfcsnelaiaeate opuesta a ~a di­

rección que debe ser tomada ñor dieiao fluido de limpieza 

lo  para alcanzar la cinta.

8£.- Aparato como se reivindica en el punto 1, que 

incluye- medios para secar ios componentes de dispositivo 

semiconductor asegurados a tiras da cinta, cuya composición 

es afectada destructivsaauts por contactos con finidos sa­

lientes, comprendiendo dioños medios d.c secado un disposi­

tivo para soplar un gas callante sobre ios componentes, y 

medios de guia para guiar la  cinta a través de ¿leños me­

dios de- secado* proteger la  cinta da contacto con el gas 

caliente y guiar un flu jo  de gas relativamente fr ió  sobre 

la  cinta en une dirección sustanoialmanta opuesta a la  d i­

rección que c’&oe ser tomada por el gas caliente '-'ara alcan­

zan la  CinuU.

3S. -  Aparato como se reivindica en *oa puntos 1 ó 2, 

en el cual los medios de guía comprenden un par de carriles  

ue gux<á», ccíCiu Ux¿o viC — o & cuajes i#re¿¿e una ranura de gura 

§ue s<? entiende Iongitud.inalaiente pera recibir una ce las 

tires de cinta, escardo ecmnuestas las superficies de dicha 

ranura de. guía c'e compuesto ce flúorocarbono IFU, y  caca uno 

ce ¿¿caos o ..—.— -s ce o a  cieñe u¿¿& pluralzdad de agujeros 

s«P«raaos que acaban ce^'tro c:e «.a ranura ¿e guía y na di os p&-
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4£ .- Aparato para limpiar cornooueates da d ispositi­

vos semiconductor ss asegurados en sucesión entre ¿iras re la -  

6 fcivanante larcas de cinta.

Sai y como se as descrito en la  Hecoria que antecedí: 

rsprescatado en los dibujos que se acompañar; y para los f i ­

nes que se ñau especificado,

Usta memoria consta de quince no jas escritas a maqui­

lo  na por una sola cara.

«

sntr.




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



